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Abstract (en)
The method involves inhaling insulating gas (GI) from an interior of a cover (3) to mix the insulating gas and hot gases (GC) at the interior of the
cover before evacuation of the hot gases through gas exit openings (30) of the cover towards an interior of a metallic tank. The inhaling of the
insulating gas is carried out parallel to entire flow of the hot gases that are issued from an interrupter of a high voltage circuit breaker, where the tank
of the circuit breaker is filled with the insulating gas. An independent claim is also included for a high voltage circuit breaker comprising a metallic
tank.

Abstract (fr)
L'invention concerne un procédé d'évacuation de gaz chauds issus d'une coupure d'un disjoncteur (1) haute tension comprenant une cuve
métallique (2) remplie de gaz isolant, une enveloppe (3) comprenant des ouvertures (30) de sortie de gaz et agencée à l'intérieur de la cuve
métallique (2) en communiquant avec les ouvertures, caractérisé en ce qu' on aspire du gaz isolant (GI) depuis l'intérieur de l'enveloppe (3),
parallèlement à la totalité de flux de gaz chauds (GC) issus de la coupure, de sorte à les mélanger à l'intérieur de l'enveloppe (3) avant leur
évacuation par les ouvertures (30) de sortie de gaz de l'enveloppe vers l'intérieur de la cuve métallique (2). L'invention concerne également un
disjoncteur haute tension associé, qui comprend des moyens d'aspiration (5) de gaz isolant depuis l'intérieur de l'enveloppe (3), parallèlement à la
totalité de flux de gaz chauds.
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